3 7 3 @ @ 3 1’.—43;211

PHN 3675

Memoria descriptiva C .
| S T pe e

Cloi ACKS.

CLaE . © k‘l(, ]

UL Mo

- e e —

A 0 A N AN OBEE T AR TRy 3

para solicitar PALENTE DE INVENCION por 20 afios

entidad / dexnadenslidod: holandesa

con domicilio en Emmasingel 29, Eindhoven, Holanda

por: WON DISPOSITIVO DE TUB0 DE CAMARA PARA LELAVISION Y
OTRO3 USO3" '
(Clase Internacional HO1j)

1003¢720 - -



10

15

20

125

30

3.1.70

camera dotado de una fuente de electrones y de un "blan~

co" o emisor secundario fotosensible a explorar por medio

‘derun haz de electrones proveniente de dicha fuente y cong

tituido por una placa semiconductora que por el lado a ex-
plorar por el haz electrdnico esta provista de un mosaico
de regiones geparadas enire si, cada una de las cuales
forma-unidn rectificadora con la parte de un primer tipo
de conductividad de la placa semiconductora contigua a di
chas regiones y denominads substrato, habiendo una capa
aislante, dotada de aberturas en las aress Ge las regio-
nes, dispuesta en el substrato por dicho lado de la placa
gemiconductora, capa alglante que estd cubierts por ume
capa conductive., Estos tuhos de camara se describen en la
Memoria de la patente de EE.UU. 3.403.284. Las propiedades
de la superficie del subsirato pueden conirolarse por me-
dio de la capa conductiva. Sin diche capa conductiva, el
haz electrdnico darfa una carga negatiiva en la capa ais-
lante, a consecuencia de lo cual, por ejemplo, podrian for-
marse en el subsbrato unos canales superficiales, del fipo
de conductividad comtrario, junto a la capa aislante e in
terconectando conductivamente las regiones. Mediante el
recurso de aplicar la capa conductiva a un potencial posi
tivo, es posible eliminar la carga negativa puesta en la
capa metalica por el haz de electrones, ¢ impedir la apa-
ricidn de los canales.

Para disponer la capa metalica se necesita un
método de Fotoprotecoion laborioso y que, por tanto, aumen
ta el coste.

» s ? N
Uno de los objetos de la invencion reside en un

T T
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tubo de cdmara cuya place emisora fotosensible es fdcil y |B
econdmica de Tabricar, evitando dicho método de fotopro-
teceidn,

En relacidn con el haz electrdnico, el potencial
al cual es preciso poner la capa conductiva para influir
en las propiedades de la superficie del substrato lo nas
favorablemente pogible no suelo ser el potencial superficial
mas favorable del lado de la plsca emisora a explorar.

Cuando, por ejemplo, la capa conductiva tiene un potencial
positivo demssiadoslto, los electrones del haz son atral-
dos a la capa conductiva y no pueden alcanzar las regiones,_
0 gi pueden es 5010 con dificultades. En otros términos,

y en relacidn con el haz electronico de exploracidn, sucla
ser conveniente para la capa conductiva un potencial dis-
tinto al conveniente en relacidn con el deseo de producir
une influencia favorable en las propledades superiiciales
del subgtrato.

Otro objeto de la invencidn reside en un tubo
de camara dotado de una placa de emigidn por bombardec, que
tiene una estructura fécil y econdmica de fabricar y en la
que pueden lograrse estos requisitos contradictorios,

La invenciodn se bas;, entre otras cosas, en el
reconocimiento del hecho de que las posibilidades deseadas
puedlen obtenerse de manera sencilla dotando de cavidades '
a la placa semiconductora. o,

Conforme a la invencidn, un tubo de cdmera del
tipo mencionado en el preambulo se caracterize por el he-
cno de que en las greas de las aberturas de la capa aislan
tey, & partir de la superficie de la placa semiconductora,

se extienden unas cavidades que entran en ls placa pero no
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la atraviesan, extendiéndose dichas cavidades lateralmen nE
te hasta por debajo de la capa aislante. En t2l estruc-
Yura, la capa conductiva puede disponerse simplemente por
deposicién (formacién de depésito) en fage de vapor sl va-
ciq, sin método de fotoproteccidn. Aunque también en las .
cavidades se oblenen capas conductivas, éstas no originan
peftu;bacién alguna por estar separadas y, por tanto, aig
lada; de lza capa conductive dispuesta en la capa aislan~
te. HEesta separaci&n sa obtiene durante la deposieién en
fase de vapor, por una especie de efecto de sombreado ds
las partes de la caps alslante que sobresalen por encima
del borde de las cavidades.

Una estructure sencillisima es la que se obtie-
ne cuando las regionses comprende capas metélicas dispues-
tas en las cavidades y en lag que las uniones de rectifi=-
cacién estan formadas por uniones de Schottky (uniones de
metal y semiconductor) entre dichas capas metélicas y el
subgtrato.

Como se desprende de lo dicho, dichas capas me-
talicas de las cavidades pueden disponerse simultaneamen=
te con una cepa metalica (capa conductiva) aplicada sobre
la capa aislante por deposicién en fase de vapor al vacio,
Las capas metdlicas de las cavidades, segin se ha visto,
se extienden por debajo vero no llegen a la capa alslan-
te, y forman con el substreto unas uniones de Schottky
que tlenen una tensidn de rupturs o paso brusco conside-
rgblemente mis alta que la de las uniones de Schottky que
pueden obbtenerse disponiendo capas metdlicas semejantes
sobre la superficie plana de un substrato.

Otre forma preferida de ejecucidn de un fubo

.- 373663
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de cdmare conforme al presente invento se caracieriza por‘
el hecho de que las regiones comprende zonas semiconduc-
toras del tipo de conductividad contrario en contiguidad
con las cavidades, y en las cuales las uniones rectificg
doras son las uniones PN formadas entre dichas zonas y el
substrato, Lag zonas pueden obtenerse por difusion de una
impurege tras de habilitarse las cavidades, sirviendo la
cape aislante como miscara de difusidn. Las zonas asi ob-
tenidas se comban debido a la presencia de laes cavidades,
eviténdose as{ la formacidn de bruscas curvaturas como
las que se producen en lag proximidades de los bordes de
las zonss difundidas planas. A consecuencla de esto, la’
tensidn de ruptura de le unidn PN resultante en una de
aquellas zonas Curves e€s mayor que en una zona plana.

La profundidad de lag cavidades es, preferible~
mente, de por lo menos 1 micra.

Una importantisima forma de realizacidn de tubo
de cdmara conforme al presente invento se carscteriza por
que la capa conductiva Gispuesta en la capa aislante esta,
cubierta por otra capa aislante(adicional) en la que hay
dispuesta otra capa conductiva mis. Con vistas a las ProO-
piedades de la superficlie del substrato, la capa conducti
va dispuesta sobre la capa aiglante puede aplicarse a un
potencial positivo: por ejemplo, a un potencial que sea
aproximadamente igual al del substrato, o bign a un poten
cial mds alto que el del substrato, si bienm, con indepen=
dencia de esto, la capa conductiva adicional puede apli-
carse a un potencial que sea favorable para la exploracidn
efectuada por el haz electronicos por ejemplo, a un poten

cial aproximadamente igual al de la fuente de electrones
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(potencial catddico) o aproximsdamente igual al potencial f:
medio de las regiones.

La capa conductiva es de preferencia una capa
ametalica, y la capa aislante adicional consta entonces

5 de una capa superficial oxidada de esta capa metdlica. Di
cha capa aislante adicional puede egtar dispuesta 0 pro-
ducida simplemente por una oxidacidn electroliiica en la
cualaias capas metélicas, de haberlas, dispuestas en lass
cavidades nose oxiden. Le aplicacifn o produceidn de esta

10 cepe aislante adicionsl no exige tampoco métodos de foto-
proteccion.

La obtencidn de la capa conductive adiconal tam
poco exige método alguno de fotoproteccién, cuando dicha
capa so obtenga de la menera descrita para la capa conduc

15 tiva, por deposicién en fage de vapor en el vacio.

Otra importente forma de ejecucidn de tubo de cé
mara conforme al presente invento es la carscterizada por
que cada region comprende une parte metdlica que llena por
entero una cavidad. A consecuencia de esto, los electrones

20 del haz pueden llegar a las regiones con mayor facilidad,
mejoréndose de ese modo el efecto del tubo. Las pariles
metalicas pueden obtenerse por formacion de dePSSito elec~
trolftico del metzl. No se precisa método alguno especlal de
enmascaramiento, ya que la capa aislante actia de mas—cara

'25 protectora,.

Tol parte metalica se extiende de preferencia
en sentido lateral hasts por encima de la otra capa aislan
te, o adiconal. Las regiones tienen entonces un area mayor
de incidencia del haz electronico, lo que influye favora-

30 blemente en el efecto del tubo de camara.
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Lo capa conductiva adicional puede ser una capa
de poca conductividad gue se extienda también por encima
de las partes metdlicas, disipéndose por medio de las re-
giones la carga eléctrica aplicada a la capa conductiva
adicional por el haz electronico. No es necesario que la
capa conductiva adicional esté ademds conectada eléctri-
camente. La resistencia por cuadrado de la capa débilmen-
te conductiva debe ser lo bastante grande para que no cor
tocircuite las regiones de menera perturbadora, y lo bas-
tante baja para permitir una eliminacidn suficiente de la
carga eléctrica, lmpidiendo asl que la capa débilmente non
ductiva llegue a tomar un potencial demaslado bajo.

Ia cepa deébilmente conductiva puede constar,
por ejemplo, de axido de plome, o de trisulfuro de antimo-
nio (SbpS3), y tener por cuadrado una resistencia de 1013
a 1017 ohmios.

Le invencidn se refiere asimismo a un "blanco"
o emisor secundario fotosensible formado por unaAplaca se-
miconductora provista por uno de sus lados de un mosaico
de regiones separadas entre si, cada una de las cuales forma
una unidn rectificadora con la parte de un primer tipo de
conductividad de la placa semiconductora contigua a dichas
regiones y denominada substrato, hablendo una cepa aislante,
dotada de eberturas en el drea de las regiones, dispuesta
en el substrato por dicho lado de la placa séﬂﬁconductora,
cape alslante que estd cubierta de una caps conﬁuotiva; :
siendo dicho emisor secundario apropiado pare su.uso en un tu
bo de cdmara y estando caracterizado, conforme a la inven-
cién, por que en las dreas de lag aberturas, a partir de la

superficie de la placa semlconductora, se extlenden unas
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cavidades que entran en la placa pero no la atrﬁviesan,
extendiéndose dichas cavidades lateralmente hasia por de-
bajo de la capa alslanie.

La invencion se refiere ssimismo a un metodo de
fabricer tal emisor secundario, método caracierizado por
lés elapas o aceciones de cubrir por un lado una placa se~
micogguctora del primer tipo de conductividad con une ce-
Ppa aislante dotada de aberturas, someter la superficie
de la placa, en las dreas de las aberturas, a un trata-
miento para quitar material hasta obitener las cavidades
gue se extienden lateralmente hastba por debajo de la capa
aislante, y disponer por deposieién en fase de vapor al vz
cio la capa conductiva que cubre la capa aislante, obte-
niéndose también en las cavidades unas capas conductivas
que cubren la capa aislante a consecuencia del efecto de
sombreado de la capa aislante durante la deposicién en fa-
se de vapor. En este mét5080 no es necesario recurrir a la
fotoproteceidn que exige exactitud.

Une forma importante de realizacidn de dicho
método es la caracterizada por el recurso de disponer unas
capas conductivas de metal, y disponer una capa aislante
afdicional en la capa netalica que cubre la capa aiglante,
por oxidacidn electrolitica de une capa superficial de di-
cha capa metdalica. La capa alslante adicional se obtlene de
manera sencilla, evitdndose todo método de Fotoproteccidn.

En la capa alslente adicional y en las cavida-
des pueden disponerse otras capas conductivas adicionales
por dePOSicién en fase de vapor al vacio, quedando cstas
capas alsladas entre si. En este caso se evita asimismo

todo método de fotoproteccién{
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Otra importante forma de realizacidn de un wé-
todo conforme al presente invento se carazcteriza porque,
después de disponer la caps aislante adicional, se depo-
siten electroliticamente unas pertes de metal que llensn
las cavidades y pueden extenderse lateralmente hasta por
encima de la capa aislante adicionel.

A continuacidn puede disponerse, en la capa gig
lante adicional, otra capa conductiva, adicional y débile
mente conductiva, que se extienda también por encima da
las partes de metal.

Antes de depositar las partes de metal, es po-
gible quitar las capas conductivas ya presentes en las
cavidades, Estas capas conductivas de las cavidades se
obtienen durente la colocacidn de la capa conductiva en
la cape aislante, y pueden lener propiedades nada Gesea—
bles con vistas a la deposicidn electrolitica de las par-
tes metalicas.

Otrae importante forma de realizacidn de un mé-
todo conforme al presente invento se caracteriza porque,
después de disponer las cavidades por difusion de una im
pureza, en una operacién an la cual la capa aislante sir-
ve de miscara de difusion, se disponen unes zZonas semicon
ductoras del tipo de conductividad contrario en contigiii-
dad con las cavidades, después de lo cual se digponen ias
capas conductivas por deposicién en fase de ¥apor en el va
clo.

Para gque la invencidn pueda ponerse en practica fdcil
mente, se describiran ahora con mayor detalle unos cuantos
ejemplos de realizacidn de la misma,a t{tulo ilustrativo no

linitativo, haeciéndolo con referencis a los dibujos adjuntos,

_o- 3735603



10

15

20

!25

30

341..70

en logs cualess

- la figuré 1 es una viste esquemdtica en sec-
cidn recta de un btubo de camara conforme s la invencién;

- la figura 2 es una viste esquemdtica en seccidn
recia, a escala ampliada, de una parte ilusirative de un
emlsor secundario conforme a la invencidn;

- la figura 3 es una viete esquemdtica en planta
de pé%te del emisor secundario representado sn la figura
23

- la figura 4 es una viste esquemstica on seccion
recta de un emigor conforme a la inyencién, con uns lligera
variante de estructuraj

- la figura 5 es una vista esquemdtica en sec-
cidn recta de parte de otro ejemplo ilustrativo de un emi-
sor secundario conforme a la presente invencién; y

- la figura 6 es una vista esquematica en sec-
cidn recta de parte de otro ejemplo mas de un emisor secun
dario conforme a la invencion.

El tubo de camara 1 (por ejemplo, un Hubo de ca-
mare de television) representado en la figura 1 comprende
una fuente de electromes o catodo 2 y un "blanco" o emisor
secundario fotosensible 10 para ser explorado por un haz de
electrones procedente de dicha fuente (véanse tambien las
figuras 2 y 3). EL emisor secundario 10 esota formado por
una. pleca semiconductora 1l gque, por el lado a explorar con
el haz de electrones, esta provigbta de un mosaico de regiones
12 separadas entre ol y formando cada una de sellas una union
rectificadora 13 con la parte 14 del primer tipo de condug
tividad de la placa semiconductora 1l contisus a dichas re-

giones, parte denominada substrato l4. IEn dicho lazdo de la
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placa semiconductora 11 hay dispuesta sobre el substrato 14
una capa aislante 15, dotada de abertburas 16 en el érea de

las regiones 12, La capa aislante 15 esta cubierta por una

‘capa conductiva 17,

El tubo de camara comprende normalmente unos eleg
trodos 5 para acelerar los electrones y enfocar el haz e
trénzfo. Ademas hgy presentes unos mediog usuales para deg
viar ol haz electrdmico de menera que pueda explorarse el
emisor secundario 10. Estos medios constan, por ejemplo,
de un sistema de bobinas 7. El electrodo 6 sirve de panta
lla para proteger dl haz electrdnico la pared del tubo.

Por medio de la lente 8, la imagen & registrar se proyec-
ta en la placa emisora 10, siendo la pared 3 del tubo per
meeble a la radiscion. Ademss, hay presente de manera usual
uns rejille colectora 4. Por medio de esta rejilla, que
puede ser también, por ejemplo, un electrodo anular, es
posible eliminar log electrones gecundarios provenientes,
por ejemplo, del emisor o "blanco".

Durante el funcionamiento, el substrato 14, que
consta de silicio de tipo N, esta positivamente polariza-
do respecto al ¢atodo 2. En la figura 2 es preciso conec-—
tar el catodo 2 al punto C. Cuando el haz electronico 30
pasa por uns regién 12, dicha regién se carga esencialmen
te al potencial de catodo, polarizéndose la union rectifi
cadora 13 en el sentido contrarioc. La regién 12 se descar
ga luego total o parcialmente, segﬁn ls intensidad de la
rediacion 18 que incide en el "blanco" o emisor en las
proximidades de la regién 12 correspondiente. Cuando el
haz de electrones vuelve a pasar por la regién 12, vuelve
a suministrarse carga hasta que la regién adopta sensible

mente el potencial catddico. Esta carga da por resultado
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que circule una corriente en la resistencla Rj esta céuf..
rriente da la medida de la intensidad de la radiacidn 18
que en un solo perfodo de exploracidn ha descargado total
o parcislmente la region 12. De los terminales A y B de
la resistencim R se derivan las seilales de galida.

La capa conductiva 17 se aplica a un potencial
positivo: por ejemplo, aproximadamente igual al potencisl
del substrato 11, para as{ evitar la induceidn de los ca~ '
nales de superficie de tipo P contigunos a la capa aislan-
te 15,

Conforme sl presente invento, a partir de la
superficie 20 de la placa semiconductora 1Ll se extienden
unas cavidades 21 gue penetran en la placa 11 pero no la
atraviesan, extendiéndose dichas cavidades lateralmente
hasta por debajo de la capa aislante 15,

En la presente forma de realizacién, las regio-
nes 12 constan de capas metslicas de, por ejemplo, niquel,
oro o platino, y las uniones rectificadoras 13 son uniones
de Schottky. La capa conductiva 17 consta de un metal igual
al de las regiones l2. Lasg capas metdlicas 12 y 17 pueden
disponerse simultaneemente por deposicién en fase de va-
vor al vacfo, sin el empleo de los laboriosos métodos de
fotoproteccién; de manera que el emisor 10 y, por tento,
el tubo de camera, conforme a la invencidn, pueden ser ba-
ratose o

El substrato 14 consta de silicio de tipo N, de
una resistividad de 10 ohm.cm y un espesor comprendido en
tre 10 y 1% micraes. La profundidad de las cavidades, de
preferencia, es de por lo menog 1l micra, y en el pfesente

ejemplo es, aproximadamente, de 2 micras. DLag cavidades
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son circulares, teniendc un dismetro aproximado de 10 mi
cras. La distencia entre dos covidades sucesivaes es apro
ximadsmente de G micrass. La caps aislante 17 consta de
dxido de gilicio, ¥ es aproximadamente de 0,5 micra de
espesor. Las capas metalicas 12 y 17 tienen un espesor
aproximado de 0,3 micras.

La placa de emisor gsecundario 10 puede fabricar
ge dgi giguiente modo. Se habilita una placa semiconduc=
tora 11 de %ipo N, dotandole de un modo cuslquiera usual
como, por ejemplo, por oxidacidn en vapor de agua, de una
capa de dxido de silicio 15. En dicha ploca se disponen
las aberturas 16 por medlo de un método cuelquiers usual
de fotoproteccion. La superficie de le placa semiconduc—
tora 11 se somete luego, en el area de lag aberturas 10,
a un tratamiento para quitar material hasta obtener las
cavidades 21 que se extienden hasta por debajo de la ca-
pa alslante 15. Este tratamiento para quitar material
puede ser de un tipo cuslquiera de ataque quimico usual.
A cont.nuscidn se dispone la capa metalica 17 por deposi-
cifn en fase de vapor al vacfo. Durante este tratamiento
se ontienen también las capas metalicas 12 de les cavida-
des 21. Debido al efecto de sombreado de lz capa aislan-
te 15 durante la deposicién en fase de vapor, las capas
metalicas 17 y 12 guedan ailsladas entre si. Las capas me-
talicas 12 resulton extenderse por debajo de la capa ais-
lante 15 pero sin llegar hasta ella.

La figura 4 se refiere a una forme de ejecucién
que represents una ligera variante respecto a la ilustra-~
da en las figuras precedentes, y en ella las regiones

gue forman unidn rectificadora con el substrato 14 compren
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den una zona semiconductora 22 del tipo de conductividad
contrario: esto es, en el presente caso, de conductivi-
dad tipo P. Las regiones 22 estén contiguas a las cavida
des 21, y las uniones_rectificadoras son las uniones 23
tipo PN entre dichas zonas 22 y el substrato 14,

Asf, en este caso, las regiones constan de las
capas de metal 12 y las zonas 22. No es necesario que
las capas métélicas 12 formen uniones de Schottky con las
zonas 22, Dichas capas metalicas 12 y la capa conductiva
17 pueden constar en este caso, por ejemplo, de aluminio.

Tras disponerse las cavidades 2lpor difusidn de
una impureza (por ejemplo, de boro), operacién en la cual
la capa aislante 15 sirve de mdscara de Aifusion, pueden
habilitarse las zonas 22 de sewiconductor de tipo P con-~
tiguas a las cavidades 21, durante la manufactura de una
placa de emisor secundario como la ilustradla en la figura
4,»después de 1o cuel se disponen las capas metalicas 17
y 12 por deposicidn en fase de vapor al vaclo, Las zonas
22 gon, por ejemplo, de 2 micras de espesor, y tlenen una
concentracion en superficie de aproximadamente lOl8 ato-
mos de boro por centimetro cuadrado. Asi, la provision de
las zonas 22 no exige método alguno de enmascarapiento
y/o fotoproteccidn o reserva por separado.

Bl uso de las cavidades tiene, como resultado
importante, el de que la tensidn de ruptura Je las unio-
nes rectificadoras 13 y 23 es elevada. Cuando én una su-
perficie plana de un subdrato 14 se dispone una caps meté
lica 12 de manera que se obtenga una unidn planeg 13, ©
bien cuando se difunda una impureza en une parﬁe dé supey

ficie plana del substrato hasta obtener una zona 22 que
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gun se ha visto, una tension de ruptura inferior, debido

probablemente a las zonas de empobrecimliento que se produ

I 4 . . o
‘cen al acusarse curvaturas mas bruscas en las proximidades

del borde de dichas zonas.

Ia figura 5 ilustra otra forme de ejecucilén im-
porfante, en la cual la capa conductivae 17 de encima de la
capaugislante 15 esta cubierta por otra cape aislante o
adicional 24, en la cual se dispone otra capa conductiva
adicional 25. Das capas conductivas 17 y 25 pueden aplicsr
se a un potencial cualquiera conveniente, con independen-
cia una de otra. La capa conductiva 17 puede aplicarse a'
un potencial de modo que influya favorablemente en las
propiedades de la superficle del subsitrato 14: por ejemplo,
a un potencial positivo respecto al substrato, y la capa
conductiva 25 puede aplicarse a un potencial que sea favora
ble para explorar la placa emisora con el haz electronicos
por ejemplo, al potencial de satodo como se indica en la
figura 5 o a un potencial lligeramente mds positivo como,
por ejemplo, aproximadamente al potencial medio que las re
giones adoptan durante el funcicnamiento. EL potencial mas
favorable para la capa conductora 25, gque puede depender,
entre otras cosas, de la estructura del tubo y del emisor
secundario, puede determinarse facilmente de modo experi-
mental. Cuando el potencisl es demasiado alto, los electro-
nes del haz son atraldos con demasiada fuerza por la capa
25, de manera que no pueden alcanzar, ¢ sl lo hacen es con
dificultades, lus regiones 22, 12 y 203 y cuando el poten-
cial es demasiado bajo, los electrones son repelidosg demasia

do por la cepa 25, de manera gue dichas regiones pueden ver

-» -373603
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se btotal o parcialmente apantalladas respecto al haz elegb
trénico.

En la forma de ejecucidn ilustrada en la figura
5, las regiones comprenden zonas 22 de tipo P, gue for-
man uniones PN 23 con el substrato 14 de tipo N. Estas
zonas no necesitan estar presentes cuando las capas me-
talicas 12 asociadas a las regiones formen uniones rec—~ |
tificadoras de Schotlky con el substrato 14, ‘

La capa conductiva 17 es de preferencia una ca
pa metalice en la cusl la caps aislante adicional 24 cong
ta de una capa de superficie oxidada de la capa metalicas
La capa metélica l% puede constar, por ejemplo, de alumi-
nio o de titanio; y la capa alslante adicional 24 puede
congtar de Oxido de eluminio o de dxido de titemio. En
ege caso, la capa de metal 12 consta también de aluminio
o de titanio.

La capa aislante adicional 24 puede disponerse
encima de la capa conductiva)l? de menera sencillisima
¥y evitando al mismo tiempo el empleo de métodog Ge Toto
proteccidn, mediante el uso de un tratamiento de oxida~
cidn electrolitica de tipo usuale. Cuando la capa 17 cons-
te de aluminio, la capa de dxido 24 puede obtenerse, por
ejemplo, por oxidacidn anddica en un electrdlito que cong
te de una golucidn de aproximedamente 5% en peso de pen- '
taborato amonico en glicol, haciéndose basar~gn dicha ope-
racidn,una corriente de alrededor de 0,5 mA por cada cen—
t{metro cuadrado de la cape 17 a través de dicha capa ¥
del electrolito. La placa semiconductora 11, de preferen—
cia, se aplice al mismo potencial que el electrélito.

La capa conductiva adicionasl 25, que puede cons-

573603
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tar, por ¢jemplo, de aluminio, se dispone encima de la ca-
pa aislante adicional 24 por deposicién cn fase de vapor

’ .’ s .
al vaclo, operacion en la cual, de manera similar a la

‘degerita con referencia a la provisién de las capas 17 y

12, se obtienen en las cavidades las capas conductivas 27T
aisladus de la caps conductiva 25. De ese modo, la provi-
sidn Qe la capa conductiva adicional 25 no exige mé todo
alguﬁg de fotoproteccién.

La figura 6 ilustra olra importante forma de
realizecion, que tiene una capa aislante adicional 24 y
una capa conductiva adicional 25, En este ejemplo, las re-
giones 22, 26 comprenden unsa parte de metal 26 que llena
por enteroc una cavidad 2l. En el presente ejemplo, dichas
partes de metal 26 se extienden hasta por encima de la ca=-
pa aislante adicional 24. A consecuencia de esto, el area
de las regiones en las cuales va a incidir el haz de eleg
trones se hace mayor, en tanto que las regiones pueden
ser alcanzadas mis facilmente por el haz electronico.

El potencial de la superficie de la placa de
emisor secundario 10, entre las regiones 22, 26, etc. de
la capa adicionael conductiva 25 entre las partes de metal
26, tiene casi siempre una influencia desfavorable sobre
el haz de electrones que explora una regién, aun cuando
se ellja el potlencial mas favorable. Esta influencis des—
favorable se reduce en el presente ejemplo, por el hecho
de que las partes metélicas 26 de las regiones 26, 22 sobre
galen por encima de la superficie de la placa de emisor
gsecundario, entre dichas regiones.

La capa conductiva adicional 25 es una capa de~

bilmente conductiva que se extiende por encime de lss par-

e T
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tes metalicas 26. Esta capa tlene une resigtencis de,

por ejemplo, lOl

3 a 1017 ohmios por cm, y puede tener un
espegor ds unas cuantas décimas de micra y congtar, por
ejemplo, de Oxido de plomo o trisulfuro de entimonio
(Sb233). La resistencia por cuadrado de la capa 25 ha de
ser grande, para que no se comporte dsbe como un cortocir-
cuito entre las partes 26, en tanto que la resistencia

en lémina ha de ser, sin embargo, lo bastante baja para
dejer que la carga escape de las partes de la capa 25 si-
tuadas entre las partes metalicas 26, hasta estes partes
de metal 26, Asi, la capa conductive adicional 25 hace
contacto eléetrico con las partes netélicas 26, y no ne-
cesita mas conexidn eléetrica. La capa 25 puede dilsponer-
se, por ejemplo, por bombardeo idnico o por deposicicn
on fase de vapor.

El metal 12 indicado en la figura 5, que se Ob-
tiene Gurante la formacidn de la capa metalica 17, puede
estar presente también en la placa de emisor secundario
ilustrada en la figura 6, y formar parte de las partes me-
télicas 26. Ademés, es posible quiter lss capas conducti=-
vas (12) ya presentes en las cavidades Z1, antes de dig-
poner las partes de metal 26« Esto resulta convenlente,
por ejemplo, si las capas conductivas similares dificul-
tan la provisién de las partes metdlicas 26e

Ias partes metdlicas 26 pueden depesitarse en
las cavidades electroliticemente, despues de disponerse
la copa aislante adicional 24. La formacidn de depdsito
eledtrolitico puede darse por terminada cuandc se hays
obtenido unas partes metdlicas que llenen las cavidades

21, Ahors bien, esta deposicién electrolitica se prolon-

Y utes
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, ) , .
tes metalicas 26 que se extiendan hasta por encima de la

capa aislante adicionsl 24.

Las partes de metal 26 pueden obtenerse, por
ejemplo, por deposicidn electrolitica de plata en un eleg
trdlito consistente en agua en la que se hayan disuelto,
por cada litro: 125 gremos de KCN, 22,5 gramos de K2003,
4,5 §§amos Ge KOH y 25 gramog de AgCNj; y en la que el
substrato 14 se conecte al terminal negativo de una bate-
ria y un electrodo sumergido en el electrolito se conec-
te al terminal positivo de la baterfa. E1 paso de corrieu-
te por el electrolito y el substrato se ajusta aproxima-
damente a Y mA por cent{metro cuadrado de la superficie
sobre la que se vaya a depositar la plata, o0 sea por cen-
timetro cuadrado del drea total de las cavidades 21. E1
lado inferior de la placa semiconductora 1l puede cubrirse
con una caps alslanle: por ejemplo, una capa de laca, para
as{ impedir que se deposite plata sobre ella.

Durente la formacidn de depdsito electrolitico
de metal, las uniones rectificadoras 23 se polarizan en
sentido inverso. Cuando a comsecuencia de esto la inten-
sidad de corriente no puede ser suficientemente grande,
es posible reducir la resigtencia de dichas uniones al
paso de la corriente, por ejemvlo, exponiéndolas a través
o por medio del substrato.

Cuendo la capa conductiva 17 conesta de aluminio, hay
ya una capa de aluminio situads en las cavidades, 21, antes
de la deposicidn electrolitica de la plate. La plata puede
depositarse sobre dicha capa de aluminio. Ahora bien, se

obtienen mejores resultados quitando primero de las cavi-

Il S
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dades la capa de aluminio. Esto puede haderse mediante

ataque quimico con un agente corrosivo, que corroe al alu
minio mds rapidamente que al dxido de aluminio, del cual
puede estar hecha la capa 24. Un agente corrosivo adecuado,
por ejemplo, es una solucidn de 5% en peso de persulfato
amdnico en agua, gue durante el ataque quimico ge calien-
ta o una temperatura de aproximadamente TOeC,

Tas zonas 22 no tienen por qué estar presentes
cuando lag partes metelicas 26 formen uniones de Schotiky
con el substrato l4.

Como se apreciara de memere obvia, la invencién
no se limite a los ejemplos descritos, y las‘personas vey
sadag en la meteris pueden efectuar muchas variantes sin
salirse por ello del émbito de esta invencidn. En lugar
de ser de conductividad de tipo N, el substrato puede te-
ner conductividad de tipo P, utilizdndose con él un haz elec
trdnico que tenga electrones répidos, de manera que la re-
lacidn de emisidn secundaria sea mayor que la unidad, y
eargéndose lag regiones con carga positiva, en lugsr de
negative. En esle caso, la rejillae colectora 4 de la figu
ra 1 debe tener un potenclal mayor que el del substrato
de la placa 10 del emisor secundario. Ademés, una. regién
puede constar de dos regiones parciales gue formen entre
s unidn rectificadora, mientras las regiones forman estruc '
turas de transistor con el substrato. En la Jiemoria de la
patente britanica 942,406 se describe un tubo de camara
cuya placa de emisidn secundaria comprende estructuras de
transistors Le radiscidn formante de imagen (18; en la fi
gurs 2), en el caso de los ejemplos descritos, incide en
el lado de la placa de emisor secundario situado frente

373603
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al lado exploredo por el haz de electrones 30. Ahora bien,
la radiacidn 16 puede incidir también en el lado ﬁltimameg
te citado.
Ademas de conbener luz visible, ls radiacion 18
5 puede constar, por ejemplo, de radiacidn infrarroja, de ra
yos & o de radiacion de purtieulas cargadas. La placa semi
condyuctora del emisor secundario puede conslur, .or ejei~
£y
plo, de zermanio o de un coumpuesto de los grupos III-V, en
lugar de silicio. Bl emisor secundario puede estar ademas
10 provisto de una capa antirreflectante, para la radiacion
incidente 18. La placa semiconductora del emisor secunda-
rio no tlene por qué sostenerse por si sola, sino que pue
de consistir en una capa semiconductora colocada en un sg
porte aislante, por ejemplo, transparente.
15 La presente solicitud, que corresponde a la pre
sentada en Ilolanda, el 19 de Noviembre de 1.968, bajo el
Ne 6816451, se acogze a los beneficios del Articulo 51 del

vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

20
REIVINDICACTIOLES
Los puntos de invencion propis y nueva, que se
presentan para que sean objeto de esta solicitud de Paten
25 te de Invencidn en Espaiia, por VEINIE aiios, son los si-
guientes:
.-""’7 ’
i te= Un digpositivo de tubo de camars que tiene
s ’1‘

,fhn mgnantial de electrones y un blanco folosensible a ser

. ’ . : .
explorado por un haz electronico procedente de dicho manap

/
;s
Zf}ff tial, y formade por una placa gemiconductora que, en el la
" w o .
3735603
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do é explorar por el hazm eleotrénico, esta provigta de wn
mosalco de regiones separadas mutuamente y que constituyen
cada una una unidn de rectificacién, con la parte de un pri
mey tipo de conductividad;de la placa semiconductora adya-
cente a dichas regioﬁes; denominada el gubstrato, una capa
aislante que tiene aberturas en las areas de las regiones
que estan siendo establecidas en el substrato, siendo cu-
bierta dicha capa aislante, en dicho lado de la placa sem;‘
conductora, por una capa conductora, caracterizado sorque
en las dreas de las aberturas en la capa aislante de la su
perficie de la placa semiconductora, se extlenden cavida-
des en la placa pero no a traves de el.a, extendiendose di
chas cavidades lateraliuente hasta por debajo de la capa aig
lante.

2.~ Un dispositivo de tubo de camara segmn la rei
vindicacidn 1, caracterizado porque las regiones comprenden
capas metalicas que estdn Previstas en las cavidades, y uwcr
que las uniones de rectificaecion estan formadas por uniones
de Schotiky entre dichas capas metalicas y el substrato.

3.= Un dispositivo de tubo de cdmara segin la rei
vindicacion 2, caracterizado porque las regiones comprenden
zonas semiconductoras cel tipo de conductividad opuesto,
gque se unen & las cavidades y en las cualss las uniones de
rectificacidn son las uniones p-n entre dichas zZonas y el
substrato. -

4.~ Un dispositivo de tubo de camara segin una o
mes de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la

prgfundidad de las cavidades es de al menos 1 yum.

A 5.- Un dispositivo de tubo de cémara segin una o

’ S . . . o -
mas de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porgue la

373603
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capa conductora en la capa aislante estd cubierta por ﬁnéﬂr
capa adieional, en la cual esta nrevista una capa conducto
ra adicional,
6.~ Un dispositivo de tubo de camsra segun la rei
5 vindicacion 5, caracterizado porgque la capa conductora es
una capa metélica y la capa aislante adicional congiste en
una capa superficial oxidada de esta capa metalica.
"l
7.~ Un dispositivo de tubo de cdmara segun las
reivindicaciones 5 0 6, caracterizado porque cada regién
10 comprende una parte de metal que llena enteramente una cg
vidad.
8.~ Un dispositivo de tubo de camara segﬁn 1a
reivindicacidn T, caracterizado porque la parte metalice
se extiende lateralmente hasta encima de la capa aislante
15 adicional.
9.~ Un digpositivo de tubo de camara segﬁn las
reivindicaciones 7 u 8, curacterizado porque la capa con-
ductora adicional es una capa debllmente conductora que
estd también prevista sobre las partes metdélicas,
20 10.- Un dispositivo de tubo Ge camars para tele
vision y otros usos.
Tal y com0 se ha descrito en la wemoria que an-
tecede, representado en los dibujos que se acompafian y con
los fines que se han especificado.

25 Bgta lMemoria consta de ventitres hojas escritas

,
a maquina por una sola cara.

7 15 MAR1972

et Madrid,

/.{ P.A.

.
.
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